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(57) Abstract: A surface wave device (200) comprising a substrate (210); a
piezoelectric layer (240) above an upper face of the substrate; a pair of elec-
trodes (250A, 250B) in contact with the piezoelectric layer, the two electrodes
including fingers (2524, 252B) extending in the same direction so as to form
a periodic structure in which the fingers of the two electrodes alternate with
each other, and having an interdigital distance (2p) separating the centers of
two adjacent fingers of the same electrode; a metal layer (220) interposed be-
tween the substrate and the piezoelectric layer; and a dielectric layer (230)
interposed between the metal layer and the piezoelectric layer, wherein the
metal layer has a thickness of 5 nm to 100 nm and the dielectric layer has a
thickness of 25 nm to 600 nm.

(57) Abrégé : L'invention porte sur un dispositif (200) a ondes de surface
comprenant un substrat (210); une couche piézoélectrique (240) au-dessus
d'une face supérieure du substrat, une paire d'électrodes (250A, 250B) en
contact avec la couche piézoélectrique, les deux électrodes comprenant des
doigts (252A, 252B) s'étendant selon une méme direction de maniére a for-
mer une structure périodique dans laquelle les doigts des deux électrodes al-
ternent les uns avec les autres, et présentant une distance interdigitale (2p) sé-
parant des centres de deux doigts adjacents d'une méme électrode; une couche
métallique (220) interposée entre le substrat et la couche piézoélectrique;
et une couche diélectrique (230) interposée entre la couche métallique et la
couche pi¢zoélectrique, dispositif dans lequel la couche métallique présente
une épaisseur comprise entre 5 nm et 100 nm et la couche diélectrique pré-
sente une épaisseur comprise entre 25 nm et 600 nm.
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